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Beschreibung

Verfahren zum Aufbringen einer Klebstoffschicht auf diinnge-

schliffene Halbleiterchips eines Halbleiterwafers

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbringen einer
Klebstoffschicht auf diinngeschliffene Halbleiterchips eines
Halbleiterwafers. Das Diinnschleifen ist aus der Druckschrift
DE 100 48 881 bekannt. Bei diesem Verfahren wird ein Produkt-
wafer, dessen aktive Oberseite mit einem Tridgerwafer verbun-
den 1st, von seiner Riickseite aus diinngeschliffen, und an-
schlieBend wird der diinngeschliffene Produktwafer in einzelne
Halbleiterchips zersdgt. Bei diesem bekannten Verfahren ist
es ein Problem, die gedinnten Halbleiterchips unzerstdrt von
einem Trdgerwafer abzunehmen und fir eine Weiterverarbeitung
zu einem Halbleiterbauteil mit einer Klebstoffschicht auf der
Rickseite filir einen sogenannten "die-attach" zu prédparieren.
Mit zunehmender Miniaturisierung der Halbleiterchips, insbe-
sondere mit zunehmender Verkleinerung des Volumens des Halb-
leiterchips durch Verminderung seiner Dicke durch Diinndtzen
oder Dinnschleifen auf eine Dicke von nur noch wenigen 10 yum,
wird die Handhabung von Halbleiterchips in einer Halbleiter-
chip-Montageanlage bzw. auch nach dem Diinnschleifen in einer
entsprechenden Lipp- und Poliereinrichtung zunehmend schwie-

riger.

Gegenwdrtig betrdgt die Ausfallrate bei Einsatz von Standard-
handhabungswerkzeugen in einer Halbleiterchip-Montageanlage
bereits etwa 20 %. Bel einem derart hohen Anteil beschidigter
gedinnter Halbleiterchips, insbesondere beil Halbleiterchips,
die fir eine Hochfrequenzanwendung bestimmt sind, ist es er-
forderlich, diese Ausfallrate zu verringern. Besonders gra-

vierende Ausfallraten treten in den Anlagenbereichen fiir das
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sog. "die-bonding" oder den "die—~attach" auf. Dabei werden
die Halbleiterchips von einer einseitig klebenden Tragerfolie
abgehoben und in eine Position verbracht, bei welcher der ge-
dinnte Halbleiterchip auf eine Chipinsel eines Systemtrigers
in einer Bauteilposition zur Herstellung eines elektronischen

Bauteils fixiert wird.

Flir das Abheben der Halbleiterchips von einer Stitz- und
Transportfolie mit einer Klebeschicht und die Ubergabe an ei-
ne Vakuumpipette ist aus der Druckschrift DE 101 59 974 eine
geeignete Montageanlage bekannt. Dabei wird der gediinnte
Halbleiterchip von dem Saugnippel der Vakuumpipette aufgenom-
men und zum Aufléten oder Aufkleben in eine entsprechende Po-
sition verbracht, in der sich eine Chipinsel eines Flachlei-
terrahmens zur Aufnahme des Halbleiterchips oder ein Verdrah-
tungssubstrat mit entsprechend vorgesehener Kontaktanschluss-
flache fir die Aufnahme des dunngeschliffénen Halbleiterchips
befindet. Das Abltsen der Riuckseite des Halbleiterchips wvon
dem Klebstoff der Stitz~ und Transportfolie ist dabei &duBerst
problematisch, denn es miissen hohe Krafte aufgebracht werden,
die es ermdglichen, die Adh&sion zwischen Halbleiterchip und
Klebstoff der Folie zu iliberwinden. Dieses ist besonders prob-
lematisch fir dinngeschliffene Halbleiterchips und birgt die
Gefahr des Bruches der diinngeschliffenen Halbleiterchips beim

Abheben.

Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass nach diesem Abl&se-
vorgang ein Halbleiterchip zur Verfiigung steht, der fiir eine
Weiterverarbeitung und damit fir ein Fixieren auf einer Halb-
leiterchipinsel eines Flachleiterrahmens oder zum Fixieren
auf einer Kontaktanschlussfldche bzw. auf einem sog. "die
bond pad" noch keinerlei Fixierhilfen aufweist. Derartige Fi-

xierhilfen sind Klebstoffbeschichtungen oder Lotbeschichtun-
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gen auf der Rickseite des Halbleiterchips, mit denen der
Halbleiterchip auf den vorgesehenen Positionen der Chipinseln
bzw. der Kontaktanschlussfldchen unter gleichzeitiger elekt-
rischer Kontaktierung fixiert werden kann. Das Aufbringen
derartiger Hilfssubstanzen auf einen diinngeschliffenen Halb-
leiterchip gestaltet sich entsprechend schwierig und fithrt zu
einer erhdhten Ausschussrate bei diinngeschliffenen bzw. ge-

diinnten Halbleiterchips.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Aufbringen
einer Klebstoffschicht auf gediinnte Halbleiterchips eines
Halbleiterwafers anzugeben, bei dem der Halbleiterchip nicht
einzeln mit einer derartigen Klebstoffschicht zu versehen
ist, sondern eine Vielzahl von Halbleiterchips ohne Bruchge-
fahr der Halbleiterchips mit einer entsprechenden Klebstoff-

schicht versehen werden kann.

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabhangigen An-
spriiche geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung

ergeben sich aus den abhdngigen Anspriichen.

Erfindungsgemdal wird ein Verfahren zum Aufbringen einer Kleb-
stoffschicht auf dinngeschliffene Halbleiterchips eines Halb-
leiterwafers geschaffen, wobei das Verfahren die nachfolgen-
den Verfahrensschritte aufweist. Zundchst wird eine Kleb-
stofffolie, die einen mittels Bestrahlung vorhdrtbaren Kleb-
stoff aufweist, auf eine Stiutz- und Transportfolie aufge-

bracht.

Danach werden Trennfugen in die Klebstofffolie eingebracht.
Dabei entsprechen die Trennfugen in Anordnung und Breite der
Anordnung und Breite von Trennnuten eines in gediinnte Halb-

leiterchips aufgetrennten gediinnten Halbleiterwafers. Dieser
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Halbleiterwafer ist mit den aktiven Oberseiten der Halblei-
terchips auf einer Stilitzplatte angeordnet. Nun wird der ge-
diinnte und aufgetrennte Halbleiterwafer mit seiner Riickseite
auf die Klebstofffolie unter Ausrichten der Trennnuten auf
die Trennfugen aufgebracht. SchlieBlich kann die Stiitzplatte
entfernt werden. Nun wird die Stutz- und Transportfolie be-
strahlt, wobei der Klebstoff der Klebstofffolie vorhirtet.
Dabei verstdrkt sich die Haftung der Klebstofffolie an den
Rickseiten der Halbleiterchips, wdhrend sich die Haftung der
Klebstofffolie zu der Stilitz- und Transportfolie vermindert.
Danach kénnen nacheinander die gediinnten Halbleiterchips mit
anhaftender Klebstoffschicht von der Stitz- und Transportfo-

lie abgehoben werden.

In vorteilhafter Weise nutzt dieses Verfahren die Tatsache
aus, dass die Adhdsion des vorgehdrteten Klebstoffs der Kleb-
stofffolie zu den Rickseiten der Halbleiterchips gréRer ist
als die Adh&dsion zu der Stiitz- und Transportfolie. Diese Ad-
hdsion ist derart gering, dass beim Abheben der dinngeschlif-
fenen Halbleiterchips sich die Klebstofffolie mit vorgehidrte-
tem Klebstoff ohne messbare Belastung des diinngeschliffenen
Halbleiterchips von der Stiitz- und Transportfolie l&sen
lédsst. Die Adh&sion der Klebstofffolie zu der Stiitz- und
Transportfolie ist gerade ausreichend, um die Positionen der
Halbleiterchips des aufgetrennten Halbleiterwafers wahrend
der Handhabung und des Transports auf der Folie beizubehal-

ten.

Der vorgehdrtete Klebstoff bildet auf der Riickseite der Halb-
leiterchips eine mit dem Halbleiterchip verbundene Klebstoff-
schicht. Dabei wird hier unter Klebstoffschicht der Kleb-

stofffolie eine Klebstoffschicht verstanden, die das gesamte

Volumen und die Dicke der Klebstofffolie einnimmt.
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Da einerseits die Dicke dieser Klebstoffschicht auf den Rick-
seiten der Halbleiterchips der Dicke der Klebstofffolie ent-
spricht, verteilen sich die Krafte beim Abheben des gedinnten
Halbleiterchips von der darunter angeordneten Stiitz- und
Transportfolie gleichmaBiger auf die Klebstoffschicht und auf
die Rilckseite des Halbleiterchips als bei bisherigen Abhebe-
techniken und auBerdem wirkt sich beim Abheben der gedinnten
Halbleiterchips die geringere Adh&sion des vorgehdrteten

Klebstoffs zu der Stiitz- und Transportfolie aus.

BEin weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist es, dass einer-
seits die gedinnten und bruchgefdhrdeten Halbleiterchips
nicht individuell mit einer Klebstoffschicht auf der Ricksei-
te nach Vereinzelung versehen werden miissen, und andererseits
ist es von Vorteil, dass alle Prozesse zum Aufbringen von Fo-
lien und Entfernen von Folien gleichzeitig flir eine Vielzahl
von Halbleiterchips auf dem gesamten, in Halbleiterchips auf-
getrennten Wafer erfolgen kann. Die Bruchgefahr einzelner
Halbleiterchips wird bei dieser gemeinsamen Weiterverarbei-
tung minimiert. Die Adhdsionsunterschiede werden durch Mate-
rialunterschiede und Oberfl&chenprdparationen aufeinander ab-

gestimmt.

So ist es von Vorteil, dass die Stitz- und Transportfolie
beispielsweise eine glatte Oberflidche einer Kunststofffolie
aufweist, widhrend die Rickseiten der Halbleiterchips eines
Halbleiterwafers aufgrund der vorangegangenen Schleifprozesse
mit einer Restrauhigkeit versehen werden koénnen, welche die
Adhdsionsunterschiede zu einer vorgehdrteten Klebstofffolie
unterstiitzt. Dariiber hinaus ist es mdglich, Folien, die eine
Beschichtung aus Olefin- oder Parafin-Kettenmolekiilen aufwei-

sen, als Stiitz- und Transportfolie einzusetzen, sodass eine



10

15

20

25

30

WO 2006/060983 PCT/DE2005/002116

intensive Klebeverbindung mit der Klebstofffolie behindert
wird und ein deutlicher Adh&dsionsunterschied in Bezug auf die
Rickseite des Halbleiterchips- und die Oberseite der Stitz-

und Transportfolie realisiert werden kann.

Das Einbringen der Trennfugen in den Verbundkdrper aus Stlitz-
und Transporttrdger erfolgt vorzugsweise mittels Sigetechnik.
Dabei wird mit einem S&geblatt von wenigen 10 Mikrometern Di-
cke eine Trennfuge von entsprechender Breite, die der Sige-
blattdicke entspricht, eingebracht und eine Trennfugentiefe T
in den Verbundkdrper einges&dgt, die gréBer oder gleich der

Dicke w der Klebstofffolie ist. Somit ist

Das hat den Vorteil, dass die Klebefolie in einzelne vonein-
ander getrennte Klebstoffschichten aufgetrennt wird, wobei
die flachige Erstreckung einer einzelnen Klebstoffschicht der

flédchigen Erstreckung eines Halbleiterchips entspricht.

Anstelle einer S&dgetechnik kann in einem weiteren bevorzugten
Durchfiihrungsbeispiel des Verfahrens eine Laserablation zum
Einbringen der Trennfugen in die Klebstofffolie eingesetzt
werden. Die Laserablation hat den Vorteil, dass bei geeigne-
ter Wahl der Materialkombinationen die Laserablation an der
Grenzschicht zwischen Klebstofffolie und Stiitz- und Trans-

portfolie verlangsamt oder gestoppt werden kann.

Auch Ritz- und/oder Schneidtechniken koénnen zum Einbringen
der Trennfugen in die Kunststofffolien eingesetzt werden.
Wahrend die Ritztechnik im Ergebnis der Sigetechnik ent-

spricht, koénnen mit einem gitterfdrmigen Schneidmesser in ei-
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nem einzigen Fertigungsschritt alle Trennfugen gleichzeitig

in die Kunststofffolie eingeprdgt werden.

Vor einem Aufbringen der Klebstofffolie auf gedliinnte Halblei-
terchips weist das Verfahren die folgenden Verfahrensschritte
auf. Zundchst wird ein Halbleiterwafer mit einer aktiven O-

berseite und einer gegeniiber liegenden Riickseite hergestellt,
der in der Technik auch Produktwafer genannt wird. Eine Viel-
zahl von Halbleiterchippositionen ist in Zeilen und Spalten

auf der aktiven Oberseite eines derartigen Produktwafers an-
geordnet, wobei zwischen den Halbleiterchippositionen Trenn-
spuren vorgesehen sind. Entlang der Trennspuren werden in ei-
nem ndchsten Schritt Trennnuten in den Halbleiterwafer einge-

bracht.

Die Tiefe t der Trennnuten ist dabei geringer als die Dicke D
des Halbleiterwafers. Ferner ist die Tiefe t der Trennnuten
grdBer oder gleich der Dicke d der vorgesehenen gediinnten
Halbleiterchips. Damit hdlt der Halbleiterwafer, der tibli-
cherweise bel einem Durchmesser zwischen 150 mm und 300 mm
eine Dicke D zwischen 500 pm und 750 pm aufweist, als Halb-
leiterscheibe trotz Trennuten noch vollstdndig zusammen, zu-
mal die Trennnuten eine Tiefe erreichen, die nur um wenige
Mikrometer tiefer ist als die Dicke der zu diinnenden Halblei-
terchips. Die Dicke derartiger gedlinnter Halbleiterchips
liegt bei 30 pm bis 200 pm. Es bleibt also noch ausreichend
Material, um den Zusammenhalt des Halbleiterwafers in dieser

Phase der Fertigung zu gewdhrleisten.

In diesem Zustand liegen die aktiven Oberseiten des Halblei-
terwafers frei, wdhrend die Rlickseite des Halbleiterwafers
beispielsweise auf einem Vakuumhalter einer Trennvorrichtung

wie einer luftgelagerten Diamantsdge oder einer Laserstrahl-
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abtragsvorrichtung fir Halbleiterwafer aufgebracht ist. Um
nach dem Einbringen der Trennnuten die empfindlichen aktiven
Oberseiten der Halbleiterchips zu schiitzen, wird nun eine
klebende Schutzfolie und eine Stiitzplatte auf die Oberseite
mit Trennnuten aufgebracht. Diese Stiitzplatte kann gleichzei-
tig ein Werkzeug einer Schleif-, Lipp- und/oder Poliermaschi-
ne darstellen. Derartige Werkzeuge sind vorzugsweise an die
Grobe der Halbleiterscheiben angepasste Metallscheiben, wel-
che die Halbleiterwafer mit ihren Trennuten aufweisenden O-
berseiten aufnehmen und ihre nun frei zuginglichen Riickseiten

auf eine Schleif-, Ldpp- oder Polierscheibe pressen.

Das Dinnschleifen des Halbleiterwafers wird von der Riickseite
aus solange fortgesetzt, bis die Trennnuten frei liegen und
dinngeschliffene Halbleiterchips der Halbleiterchippositionen
auf der Schutzfolie vorliegen. Die Schutzfolie sorgt nun da-
fir, dass die Halbleiterchips in ihren getrennten Positionen
als Halbleiterscheibe mit Trennnuten zusammengehalten werden.
Auf die freie Rilickseite der Halbleiterchips kann nun die oben
erwahnte Klebstofffolie aus einem vorhidrtbaren Klebstoff auf-
gebracht werden. Dabei besteht die Klebstofffolie vorzugswei-
se in ihrer gesamten Dicke aus einem mittels UV-Bestrahlung

vorhdrtbaren Klebstoff.

Dieses Verfahren der UV-Bestrahlung hat den Vorteil, dass
durch das Vorhédrten die Adh&sion zu der Stiitz- und Transport-
folie derart vermindert wird, dass beim Abheben der Halblei-
terchips die vorgehirtete Klebstoffschicht auf den Riickseiten

der Halbleiterchips verbleibt.

Um das Entfernen der Schutzfolie sicherzustellen, ist als
Klebstofffolie eine Folie vorgesehen, deren Adhidsion zu den

Rickseiten der Halbleiterchips hdher ist als die Adhdsion der



10

15

20

25

30

WO 2006/060983 PCT/DE2005/002116

Schutzfolie zu den Oberseiten der Halbleiterchips. Sonst be-
stliinde die Gefahr, dass mit dem Entfernen der Schutzfolie
Halbleiterchips an der Schutzfolie kleben bleiben und flir ei-

nen hohen Ausschuss sorgen.

Andererseits ist es auch moglich, eine Schutzfolie mit hohe-
rer Adhé&dsion zu den Halbleiterchips vorzusehen und die
Schutzfolie mittels Zerstduben von der Oberseite der Halblei-
terchips zu entfernen. Ein derartiges Zerstiuben oder Vera-
schen kann mit Hilfe einer Plasmaatmosphdre durchgefihrt wer-
den. Weiterhin ist es m&glich, wenn die Adhidsion der Schutz-
folie auf der Oberseite der Halbleiterchips zu groB ist, das
Entfernen der Schutzfolie von der Oberseite durch Aufldsen
der Schutzfolie in einem Losungsmittel zu erreichen. SchliefB-
lich kann die Schutzfolie von der Oberseite durch Aufquellen
der Schutzfolie in einem Losungsmittel mit nachfolgendem er-
leichterten Abziehen erfolgen, nachdem durch das Aufgquellen
die Adhé&sion der Schutzfolie zu der Oberseite der Halbleiter-

chips vermindert ist.

Zur Weliterverarbeitung des in Halbleiterchips getrennten
Halbleiterwafers weist vorzugsweise die Stitz- und Transport-
folie einen Montagerahmen auf. Der Montagerahmen stabilisiert
den Verbundkérper aus Stitz- und Transportfolie und Kleb-
stofffolie beim Einbringen der Trennfugen. Er dient auch der
Ausrichtung der Trennfugen zu den Trennnuten der gedlnnten
Halbleiterchips. SchlieBlich kénnen mit dem Montagerahmen
nach der Bestrahlung und dem Vorh&rten des Klebstoffs der
Klebstofffolie die Halbleiterchips eines Halbleiterwafers ei-
nem Vereinzelungs- und/oder Bestiickungsautomaten zugefiithrt
werden. Dieser Montagerahmen hat den Vorteil, dass die Stiitz-

folie an sich duBerst dinn ausgefihrt sein kann, da sie durch
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einen massiven Montagerahmen aufgespannt und eben gehalten

wird.

In einem bevorzugten Durchfiihrungsbeispiel des Verfahrens ist
es vorgesehen, dass das Abheben der gedinnten Halbleiterchips
mit vorgehidrteter Klebstoffschicht auf ihren Riickseiten wvon

der Stitz- und Transportfolie mittels eines Stichels erfolgt.
Dieser Stichel durchstéBt die Stilitz- und Transportfolie und

hebt den gediinnten Halbleiterwafer soweit an, dass er von ei-
ner Vakuumpipette zum Weitertransport ibernommen werden kann.

Dieses Durchfiihrungsbeispiel des Verfahrens hat gegeniiber dem

.aus der Druckschrift DE 101 59 974 bekannten Verfahren den

Vorteil, dass nun ein gedUnnter Halbleiterchip zur Verfigung
steht, der bereits mit einer aufgebrachten, nicht ausgehdrte-
ten Klebstoffschicht versehen ist. Somit kann in einem weite-
ren Schritt des Verfahrens der gediinnte Halbleiterchip zur
Weiterverarbeitung zu einem Halbleiterbauteil mit der nicht
gehdrteten Klebstoffschicht auf seiner Rickseite auf eine
Halbleiterchipposition eines Systemtridgers aufgeklebt werden.
Ein derartiger Systemtrdger kann ein Verdrahtungssubstrat ei-
nes BGA-Gehiuses (Ball-Grid-Array-Gehiduses) oder eine Chipin-

sel eines Flachleiterrahmens oder ein weiterer Chip sein.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit der Erfindung
durch einen zusadtzlichen Prozessschritt in der Prozesskette
vom Diinnen eines Halbleiterwafers zum Vereinzeln der dinnge-
schliffenen Halbleiterchips ein gediinnter Halbleiterchip mit
einer anhaftenden Klebstoffschicht von einer Stilitz- und
Transportfolie abgenommen werden kann und unmittelbar der
Weiterverarbeitung zugefiihrt werden kann. Dabei ist der Kleb-
stoff so beschaffen, dass er bei entsprechender Bestrahlung
vorh&rtet und ermdglicht, dass ein Halbleiterchip mit aufge-

brachter Klebstoffschicht flur die Weiterverarbeitung zur Ver-
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fligung steht. Die Vorteile dieses Verfahrens sind nachfolgend

zusammenfassend aufgelistet.

1. Der Prozess ist vollstdndig kompatibel mit dem Prozess

des Diinnschleifens von Halbleiterwafern, der auch "di-

cing before grinding" (DBG-Prozess) genannt wird.

2. Der Prozess kann vollfl&chig lUber den gesamten, nach dem

"DBG"-Prozess hergestellten Wafer erfolgen.

Die Erfindung wird nun anhand der beigefligten Figuren né&her

erldutert. Mit den nachfolgenden Figuren 1 bis 14 wird der

Ablauf eines Verfahrens, bel dem ein Halbleiterwafer in Halb-

leiterchips getrennt und dinngeschliffen wird, beschrieben,

wobei im Rahmen dieses Verfahrens das Aufbringen einer Kleb-

stoffschicht auf die Rickseite der gedinnten Halbleiterchips

dieses Halbleiterwafers gleichzeitig verwirklicht wird.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

zelgt einen schematischen Querschnitt durch einen

Halbleiterwafer;

zeigt einen schematischen Querschnitt durch den
Halbleiterwafer gem&B Figur 1 nach Aufbringen des

Halbleiterwafers auf einen Waferhalter;

zelgt einen schematischen Querschnitt durch den
Halbleiterwafer gemdB Figur 2 nach Einbringen von

Trennuten;

zeigt einen schematischen Querséhnitt durch den
Halbleiterwafer gemd&B Figur 3 nach Aufbringen einer
Schutzfolie auf die aktive Oberseite des mit Trenn-

nuten versehenen Halbleiterwafers;
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Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

10

11

12

12

zelgt eilnen schematischen Querschnitt durch den
Halbleiterwafer gemdB Figur 4 nach Aufbringen einer

Stlitzplatte auf die Schutzfolie;

zeigt einen schematischen Querschnitt durch gedinn-
te Halbleiterchips auf der Schutzfolie mit Stilitz-
platte nach Dlnnschleifen des Halbleiterwafers ge-

maB Figur 5;

zeligt einen schematischen Querschnitt durch einen
Verbundkorper aus einer Stitz- und Transportfolie

mit aufgebrachter Klebstofffolie;

zeigt einen schematischen Querschnitt durch den
Verbundkérper gemdB Figur 7 mit eingebrachten

Trennfugen;

zelgt einen schematischen Querschnitt durch den
Verbundkérper gemdl Figur 8 und durch die gediinnten

Halbleiterchips gemdl Figur 6;

zeigt einen schematischen Querschnitt durch die ge-
diinnten Halbleiterchips nach Aufbringen des Ver-

bundkdrpers gemah Figur 9;

zeigt einen schematischen Querschnitt durch die ge-
dinnten Halbleiterchips gemd&R Figur 10 nach Entfer-
nen der Stitzplatte und der Schutzfolie von den O-

berseiten der Halbleiterchips;

zelgt einen schematischen Querschnitt der gediinnten
Halbleiterchips gem&B Figur 11 nach Vorhdrten der

Klebstofffolie unter Bestrahlung;
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Figur 13 zeigt einen schematischen Querschnitt der gediinnten
Halbleiterchips gemd&B Figur 12 nach Ansetzen eines
Stichels zum Abheben eines der gedinnten Halblei-

terchips von der Stiitz- und Transportfolie;

Figur 14 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen
gediinnten Halbleiterchip mit einer Klebstoff-
schicht, die einen vorgehdrteten Klebstoff auf der

Rickseite des gedinnten Halbleiterchips aufweist.

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen
Halbleiterwafer 3, der eine Dicke D von 500 bis 750 pm auf-
weist und auf seiner aktiven Oberseite 13 Halbleiterchipposi-
tionen 15 besitzt, die in Zeilen und Spalten angeordnet sind,
wadhrend zwischen den Halbleiterchippositionen 15 Trennspuren
16 angeordnet sind, um den Halbleiterwafer 3 in einzelne

Halbleiterchips aufzutrennen.

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch den Halb-
leiterwafer 3 gemdh Figur 1 nach Aufbringen des Halbleiterwa-
fers 3 auf einen Waferhalter 20. Der Halbleiterwafer 3 wird
mit seiner Rlckseite 14 auf den Waferhalter 20 einer Trenn-
vorrichtung aufgebracht, wobei der Waferhalter 20 der Trenn-
vorrichtung Ublicherweise eine Vakuumplatte ist, mit welcher
der Halbleiterwafer 3 und seine Riickseite 14 auf der Obersei-
te 21 des Waferhalters 20 gehalten wird, w&hrend Trennnuten
in die Oberseite 13 des Halbleiterwafers 3 in den Bereichen

der Trennspuren 16 eingebracht werden.

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch den Halb-
leiterwafer 3 gemdf Figur 2 nach Einbringen von Trennnuten 6

in die Oberseite 13 des Halbleiterwafers 3. Die Trennnuten 6
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werden bis zu einer Tiefe t in die Oberseite 13 des Halblei-
terwafers 3 eingebracht, wobei die Tiefe t kleiner als die
Dicke D des Halbleiterwafers 3 und gréBer oder gleich der ge-
planten oder vorgesehenen Dicke d von gediinnten Halbleiter-

chips ist, sodass
d £t < D ist.

Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt des Halbleiter-
wafers 3 gemdR Figur 3 nach Aufbringen einer Schutzfolie 7
auf die aktive Oberseite 13 des mit Trennnuten 6 versehenen
Halbleiterwafers 3. Diese Schutzfolie 7 weist eine diinne Kle-
beschicht auf, mit der die Schutzfolie 7 auf der aktiven O-
berseite 13 des Halbleiterwafers 3 haftet. Die Schutzfolie 7

dringt dabei nicht in die Trennnuten 6 ein.

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch den
Halbleiterwafer 3 gem&fl Figur 4 nach Aufbringen einer Stiitz-
platte 17 auf die Schutzfolie 7. Diese Stiitzplatte 17 ist
Teil eines Werkzeugs einer Schleif-, Lipp- und/oder Polierma-
schine. Mit derartigen Schleif-, L3pp- und/oder Poliermaschi-
nen werden die zu schleifenden Oberseiten, wie hier die Riick-
seite 14 des Halbleiterwafers 3, dadurch bearbeitet, dass das
Werkzeug, das mit der StiUtzplatte 17 verbunden ist, diese
Rickseite 14 auf eine Schleif-, L&pp- und/oder Polierscheibe
presst, wobei das Gewicht des Werkzeugs den Andruck bestimmt
und das Werkzeug rotationssymmetrisch ist und ein Drehen der
zu schleifenden Rickseite 14 des Halbleiterwafers 3 auf der
Schleif-, Lipp~ und/oder Polierscheibe verursacht. Beim Lap-
pen und Polieren wird die Ldpp- und/oder Polierscheibe mit
einer Paste aus 6ligen Flissigkeiten und schleifenden Mikro-
partikeln versehen, um die Riickseite 14 des Wafers diinnend zu

bearbeiten.
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Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch gediinnte
Halbleiterchips 2 auf der Schutzfolie 7 mit Stilitzplatte 17
nach Dinnschleifen des Halbleiterwafers 3 gem&B Figur 5. Da
die Tiefe der Trennuten 6 grober oder gleich der vorgesehenen
Dicke d der gediinnten Halbleiterchips 2 ist, wird das gesamte
Volumen des Halbleiterwafers 3, wie er in Figur 5 gezeigt
wird, von der in Figur 5 gezeigten Riickseite 14 aus abgetra-
gen, bis die gedinnten Halbleiterchips 2 getrennt auf der
Schutzfolie 7 zur Verfiligung stehen. Wahrend die aktiven Ober-
seiten 8 der gedinnten Halbleiterchips 2 durch die Schutzfo-~
lie 7 geschiitzt sind, ist nun die Riickseite 5 der Halbleiter-
chips 2 frei zuganglich. Auf diese Rickseite 5 der gediinnten
Halbleiterchips 2 kann mit dem Verfahrensschritt, der in Fi-

gur 9 gezeigt wird, eine Klebstofffolie aufgebracht.

Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen
Verbundkdrper 24 aus einer Stltz- und Transportfolie 9 mit
aufgebrachter Klebstofffolie 4. Diese Klebstofffolie 4 ist
durchgdngig aus einem vorh&rtbaren Klebstoff 10 aufgebaut.
Die Klebstofffolie 10 weist eine Dicke w auf und hat die Ei-
genschaft, dass unter Bestrahlung ihre Adh&dsion zur Stitz-
und Transportfolie vermindert wird und der Verbund zwischen
Klebstofffolie und Stitz- und Transportfolie aufgehoben wer-

den kann.

Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch den Ver-
bundkdrper 24 gemdB Figur 7 mit eingebrachten Trennfugen 23.
Diese Trennfugen 23 kénnen eingesdgt, eingeritzt oder einge-
schnitten werden, wie es oben bereits beschrieben ist. Auch
ein Einbringen‘durch Verdampfen mittels Laserablation ist

méglich. Dabei wird eine Trennfuge 23 mit einer Tiefe T ein-
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gebracht, die groBer oder gleich der Dicke w der Klebstofffo-

lie 4 ist. Somit ist

Die Breite B und die Anordnung der Trennfugen 23 entspricht

der Breite b und Anordnung der Trennnuten 6 in Figur 6.

Figur 9 zeigt einen schematischen Querschnitt durch den Ver-
bundkérper 24 gem&B Figur 8 und durch die gedlinnten Halblei-
terchips 2 gemdB Figur 6. Dazu ist die Stitz- und Transport-
folie 9 des Verbundkdrpers 24 in einen Montagerahmen gespannt
und wird von dem Montagerahmen vollkommen eben gehalten. Uber
dem Verbundkorper 24 sind die gedinnten Halbleiterchips 3 mit
ihren Riickseiten 5 angeordnet und werden derart ausgerichtet,
dass die Trennnuten 6 und die Trennfugen 23 einander gegen-
Uber stehen. Danach werden die Halbleiterchips 2 mit ihrer
Stitzplatte 17 in Pfeilrichtung A auf die Klebstoffschichten
1 aus vorh&rtbarem Klebstoff 10 aufgesetzt.

Figur 10 zeigt einen schematischen Querschnitt durch die ge-
dinnten Halbleiterchips 2 nach Aufbringen des Verbundkérpers
24 gemdh Figur 9. Die Halbleiterchips 2 sitzen nun mit ihren
Rickseiten 5 auf der Klebstoffschicht 1 des in Trennfugen 23
aufgeteilten Verbundkdrpers 24. AnschlieBend wird die Stiitz-
platte 17 von der Schutzschicht 7 entfernt, da nun die Stabi-
litat durch die Stiitz- und Transportfolie 9 {ibernommen werden

kann, die ihrerseits durch einen Montagerahmen gehalten wird.

Die Schutzfolie 7 kann weiterhin die empfindlichen aktiven
Oberseiten 8 der gediinnten Halbleiterchips 2 wdhrend des
Transports und der Handhabung der Stilitz- und Transportfolie 9

in ihrem Montagerahmen, der hier nicht gezeigt wird, schiit-
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zen. Die zu Anfang des Verfahrens in Figur 4 beim Beschichten
der aktiven Oberseite des Halbleiterwafers 3 aufgebrachte
Schutzfolie 7 kann weiter verwendet werden. Somit kann in
vorteilhafter Weise unter der Schutzfolie 7 und in dem Monta-
gerahmen mit der Stitz- und Transportfolie 9 die Vielzahl der
gedinnten Halbleiterchips 2 eines Halbleiterwafers sicher und
ohne Beschiddigung der empfindlichen aktiven Oberseiten 8 der

gedinnten Halbleiterchips 2 zwischengelagert werden.

Figur 11 zeigt einen schematischen Querschnitt durch die ge-
dinnten Halbleiterchips 2 gemdB Figur 10 nach Entfernen der
Stitzplatte 17 und der Schutzfolie 7 von den aktiven Obersei-
ten 8 der gedinnten Halbleiterchips 2. Nach dem Abnehmen der
Schutzfolie liegen nun die Oberseiten 8 der Halbleiterchips 2
vollkommen frei, zwischen denen sich die Trennuten 6 erstre-
cken und den Blick auf die durchgdngige Stutz- und Transport-
folie 9 sowie auf die Trennfugen 23 freigeben. Unter den
Halbleiterchips 2 ist Jjeweils die Klebstoffschicht 1 aus

vorhdrtbarem Klebstoff 10 angeordnet.

Figur 12 zeigt einen schematischen Querschnitt durch die ge-
diinnten Halbleiterchips 2 gemad® Figur 11 beim Vorhdrten der
Klebstofffolie 4 durch eine Bestrahlung 18. Mit dem Vorhidrten
des Klebstoffmaterials der Klebstofffolie 4 wird gleichzeitig
in den vorgehdrteten Bereichen eine verminderte Adhdsion zu
der Stiitz- und Transportfolie 9 erreicht, wahrend die Adh&asi-
on zu den Riickseiten 5 der gedinnten Halbleiterchips 2 ver-
grdoBert wird. Somit weist nach der Bestrahlung die vorgehar-
tete Klebstoffschicht 1 eine geringere Adhdsion zu der Ober-
flidche 22 der Stitz- und Transportfolie 9 im Vergleich zu der
Adhdsion zwischen der Klebstoffschicht 1 und der Rickseite 5

der Halbleiterchips 2 auf.
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Figur 13 zeigt einen schematischen Querschnitt der gediinnten
Halbleiterchips 2 gem&B Figur 12 nach Ansetzen eines Stichels
19 zum Anheben oder Abheben eines der gedinnten Halbleiter-
chips 2 von der Stitz- und Transportfolie 9. Das Abheben des
gedinnten Halbleiterchips 2 von der Stiitz- und Transportfolie
9 durch den Stichel 19 wird durch die vorgehdrtete Klebstoff-
schicht 1 und ihre minimale Adhdsion zu der Oberfldche 22 der
Stitz- und Transportfolie 9 erleichtert. Ferner wird dadurch
auch gewdhrleistet, dass der gedinnte Halbleiterchip 2 nicht
bei dem Abhebeprozess bricht oder in anderer Form beschadigt -
wird. Der gedinnte Halbleiterchip 2 wird nach dem Anheben
durch den Stichel 19 von einer Vakuumpipette 25, wie sie aus
der Patentschrift DE 101 59 974 bekannt ist, aufgenommen und
zur Weiterverarbeitung in einem Vereinzelungs- und Besti-

ckungsautomaten weiter transportiert und weiter bearbeitet.

Figur 14 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen
gediinnten Halbleiterchip 2 mit einer Klebstoffschicht 1, die
einen vorgehdrteten Klebstoff 11 aufweist, der die Rickseite
5 des gedinnten Halbleiterchips 2 bedeckt. Mit dieser vorge-
hdrteten Klebstoffschicht 1 kann der Halbleiterchip 2 auf
einfache Weise auf einen Systemtrdger eines Halbleiterbau-
teils aufgebracht und dort fixiert werden, so dass die mit
dem in Figur 7 gezeigten Verfahrensschritt eingebrachte
vorhdrtbare Klebstofffolie 4 sich zumindest in Teilen in dem

Halbleiterbauteil wiederfindet.
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Patentanspriiche

2.

Verfahren zum Aufbringen einer Klebstoffschicht (1) auf

dinngeschliffene Halbleiterchips (2) eines Halbleiterwa-

fers (3), wobei das Verfahren folgende Verfahrensschrit-

te aufweist:

Aufbringen einer Klebstofffolie (4), die einen mit-
tels Bestrahlung vorhdrtbaren Klebstoff (10) auf-
weist, auf eine Stitz- und Transportfolie (9);
Einbringen von Trennfugen (23) in die Klebstofffo-
lie (4), wobei die Trennfugen (23) in Anordnung und
Breite der Anordnung und Breite von Trennnuten (6)
eines in gedlinnte Halbleiterchips (2) aufgetrennten
gedinnten Halbleiterwafers (3) entsprechen, der mit
den aktiven Oberseiten (13) der Halbleiterchips (2)
auf einer Stiutzplatte (17) angeordnet ist;
Aufbringen des gedinnten und aufgetrennten Halblei-
terwafers (3) mit seiner Riickseite (14) auf die
Klebstofffolie (4) unter Ausrichten der Trennnuten
(6) auf die Trennfugen (23);

Entfernen der Stiutzplatte (17):;

Bestrahlen der Stiitz- und Transportfolie (9) unter
Vorhdrten des Klebstoffs (10) der Klebstofffolie
(4) zur Verstarkung der Haftung an den Rilckseiten
(5) der Halbleiterchips (2) gegentiber der Haftung
der Klebstofffolie (4) zu der Stitz- und Transport-
folie (9);

Abheben der gediinnten Halbleiterchips (2) mit an-
haftender Klebstofffolie (4) von der Stitz- und
Transportfolie (9).

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass
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vor dem Aufbringen der Klebstofffolie (4) folgende Ver-

fahrensschritte durchgefiihrt werden:

- Herstellen eines Halbleiterwafers (3) mit einer ak-
tiven Oberseite (13) und einer gegeniiberliegenden
Riickseite (14), wobeil eine Vielzahl von Halbleiter-
chippositionen (15) in Zeilen und Spalten auf der
aktiven Oberseite (13) angeordnet sind, und wobei
zwischen den Halbleiterchippositionen (15) Trenn-
spuren (16) vorgesehen werden;

- Einbringen von Trennnuten (6) in einer vorgegebenen
Breite b entlang der Trennspuren (16), wobei die
Trennnuten (6) eine Tiefe t erreichen, die geringer
als die Dicke D des Halbleiterwafers (3) und grofRer
oder gleich der Dicke d der gediinnten Halbleiter-
chips (2) ist;

- Aufbringen einer klebenden Schutzfolie (7) mit ei-
ner Stiitzplatte (17) auf die Oberseite mit Trennnu-
ten (6);

- Diinnschleifen des Halbleiterwafers (3) von seiﬂer
Riickseite (14) aus, bis die Trennnuten (6) frei
liegen und diinngeschliffene Halbleiterchips (2) der
Halbleiterchippositionen (15) auf der Schutzfolie

(7) vorliegen.

Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Trennfugen (23) in den Verbundkdrper (24) aus Kleb-
stofffolie (4) und Stitz- und Transporttréger (9) mit-

tels Sdgetechnik eingebracht werden.

Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Trennfugen (23) in den Verbundkérper (24) aus Kleb-
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stofffolie (4) und Stitz- und Transporttriger (9) mit-

tels Laserablation eingebracht werden.

Verfahren nach Anspruch 1 oder Ansp;uch 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Trennfugen (23) in den Verbundkoérper (24) aus Kleb-
stofffolie (4) und Stitz- und Transporttridger (9) mit-

tels Ritzen eingebracht werden.

Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Trennfugen (23) in den Verbundkérper (24) aus Kleb-
stofffolie (4) und Stlutz- und Transporttriger (9) mit-

tels Schneidtechnik eingebracht werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

als Klebstofffolie (4) eine Folie, die auf ihrer gesam-
ten Dicke w aus einem mittels Bestrahlung vorhirtbaren

Klebstoff (10) besteht, eingesetzt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

als Klebstofffolie (4) eine Folie, deren Adhdsion nach
Bestrahlung zu den Rickseiten (5) der Halbleiterchips
(2) héher ist, als die Adh&sion der Schutzfolie (7) zu
den Oberseiten (8) der Halbleitexchips (2), eingesetzt

wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Entfernen der Schutzfolie (7) von der Oberseite

durch Abziehen erfolgt.
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Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Entfernen der Schutzfolie (7) von der Oberseite

durch Zerstduben erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Entfernen der Schutzfolie (7) von der Oberseite

durch Auflésen in einem L&sungsmittel erfolgt.

. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Entfernen der Schutzfolie (7) von der Oberseite
durch Aufquellen der Schutzfolie (7) in einem Lésungs—

mittel mit nachfolgendem Abziehen erfolgt.

Verfahren nach einem der Ansprﬁché 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Entfernen der Schutzfolie (7) von der Oberseite
durch Aufquellen der Schutzfolie (7) mittels Erwidrmen

mit nachfolgendem Abziehen erfolgt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Stilitz- und Transportfolie (9) einen Montagerahmen
aufweist und mit dem Montagerahmen nach der Bestrahlung
und dem Vorhdrten des Klebstoffs (10) der Klebstofffolie
(4) an einem Vereinzelungs- und Bestiickungsautomaten

montiert wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass
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das Abheben der gedinnten Halbleiterchips (2) mit vorge-
hdrteter Klebstoffschicht (1) von der Stiitz-~ und Trans-—
portfolie (9) mittels eines Stichels (19) erfolgt, der
die Stitz- und Transportfolie (9) durchstébt und den ge-
dinnten Halbleiterchip (2) an eine Vakuumpipette (25)

zum Weitertransport iibergibt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die gediinnten Halbleiterchips (2) zur Weiterverarbeitung
zu Halbleiterbauteilen mit der vorgehdrteten Klebstoff-
schicht (1) auf ihren Riickseiten (5). auf Halbleiterchip-

positionen eines Verdrahtungstrdgers aufgeklebt werden.
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